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(1) ミストドライ®法 : MIST EPITAXY® 法, ミストドライ®めっき法, ミストドライ®エッチング法, ミストウェット法
(2) GaO®はコランダム型酸化ガリウムを示すFLOSFIAの登録商標
(3) 半導体エコロジー™ 及びSemi-cology ™はFLOSFIAの商標
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2022年11月1日現在
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開発初期のGaO®サンプル



「低エネルギーロス」を実現するための⾼機能性を確認
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セミファブレスモデルにより、投資を抑えて事業の垂直立ち上げを実現
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ビジネスモデルを支える強力な知的財産網により、新規参入を阻止

600件超
200件程度
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・従来のパワーデバイスメーカー事業領域を超えたGaO®プラットフォームの構築

・半導体エコロジー®による社会への貢献
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大学発ベンチャーとしての期待
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